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INTRODUCCION

,_ 1A
Oscuridad

A diferencia de lo que ocurre con a electronica del silicio y su familia de Luz natural |
semiconductores inorganicas, existe la posibilidad en los semiconductores 0.0006
organicos de ser depositados en superficies delgadas y flexibles y asi R
fabricar dispositivos capaces de doblarse y estirarse. Esto permite explorar B —
Un campo de investigacion nuevo: (a electronica flexible, que es el montaje 3‘; 0.0002
de circuitos electronicos en sustratos polimericos flexibles. El objetivo del 5
presente trabajo se refiere al deposito de semiconductores organicos a base g 0.0000 — - ! ' o —
de ftalocianinas de zinc (ZnFt) y la fabricacion de dispositivos electronicos % R
flexibles. ¥
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Para cumplir con el objetivo, se depaositaron peliculas semiconductoras por Figura 2 Voltaje (V)

evaporacion al alto vacio, sobre sustratos de PET recubiertos con capa

conductora de oxido de indio y estario (ITO). El deposito se llevo a cabo a

ocidad de alrec de 1 A/ 0 de 5x10-5 tarr | icul En cuanto a los recocidos, en la espectroscopia IR inicial se encontro a un
Hia VEIOEIDaT 0F alfedetorn te 1775 G Ul VALID Ge o -7 TOM. =05 PEULUIAS numero de onda de 729.25 cm™ la fase cristalina B en la ZnFt (figura 3). Sin
se caracterizaron por espectroscopia Ultravioleta-visible e Infrarrojo y los

g tivas fahrcac izaran el [TO como 3noc ectrodos de olat embargo, durante (os recocidos se perdio. Por otro lado, inicialmente no se
SPOSIHVOS TdDMCatOs UiFZafon € ~OMO anoto § EIECUO00S HE pidle encontro la fase a y después del primer recocido se consiguio un doblete en

(cjpmo .Eamdﬁ: Seda”all'zqteé cgmporiamlento cI(:).rnelnte—vtoltaJe solpre el 198eV y 1.78eV y con el segundo recocido otro doblete en 1.78eV y 1.97eV
ISPOSIUVO UlitiZando et Metoda de CUalro puntas. Findimente, Se reatzaron referente a esta fase. Lo anterior es sefial de a cristalinidad en las peliculas.

dos recocidos a temperatura de 200°C durante dos horas, para recristalizar
las peliculas y mejorar el funcionamiento del dispositivo.
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RESULTADOS e
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A partir de los resultados de espectroscopia UV-vis, se calculd el gap de 1.9
eV (figura 1), lo que confirma que se obtuvieron semiconductores, Ua que el euia
gap del silicio es de 1.11 eV. Se calculd el gap después del primer recocido,
gue fue de 2.6 eV y en el recocido se mantuvo con el mismo valor. Podemaos
decir que después de los recocidos, el gap es mayor, pero sigue estando
dentro del rango de los semiconductores. Las mediciones eléctricas se
hicieron bajo condiciones de iluminacion natural y oscuridad, con un rango
de -1 a 1V. Se calculd la densidad de corriente de alrededor de -0.6 a3 0.b
mA/cm? y aumenta linealmente con respecto al voltaje; esto indica que el 40

flujo de electrones no se satura Y gue se trata de un material 6hmico. La e —
iluminacion natural tiene una mayor densidad de corriente a voltajes altos wes 00 T umescdeoncatomy ¥
comparada con la oscuridad que es superior a bajos voltajes (figura 2).
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Figura 3
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T DISCUSION

Se concluye que el gap del semiconductor depositado en peliculas flexibles
es mejor antes de os recocidos. Se vio gue el semiconductor presenta una
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€ 2.00E4015 buena conductividad eléctrica y gque se trata de un material 6hmico. Respeclto
S a los recocidos, se logro (a recristalizacion de as peliculas.
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Figura 1 1. Solocienciacom. Disponible en:

https://www.solociencia.com/electronica/0/050902.htm.

2. Streetman B, Banerjee S. Solid State electronic Devices. Sa ed. Nueva Jerseu:
Prentice Hall; 2000.
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